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１．概要（Summary） 

 東工大に、「AZ5214E でイメージリバース法を使って，

リフトオフをしているが、使用しているベーク炉の温度が安

定しないようで，再現性が非常に悪いので、他の適切なリ

フトオフプロセスがないか」と相談した。 

 想定していたプロセスはベンゼン処理によるひさし形

状である。東工大ではまずベンゼン処理について調査さ

れ、調査された資料[1-3]とともにその概要の説明を受け

た。AZ-1350J を用いており、トルエン，クロロベンゼン，

ブロモベンゼン、トルエン、灯油などの試みがあること、た

だし、クロロベンゼンにつける時間やクロロベンゼンの不

純物で庇が変わるとの報告があり[3]、再現性は難しいこと、

またイメージリバース法ではもっと大変になるだろうことに

ついて説明いただいた。 

 東工大でもAZ でのリバーシブルプロセスをリフトオフ

プロセスで使っていることから、そのプロセスを立て直すこ

とを推奨された。具体的には、形状劣化はレジストのシェ

ルフライフ（寿命）が来ている可能性が相当あることからま

ずはレジストの購入年月日を確認すること、また実際のプ

ロセスではベーク時間は相当クリティカルであり（東工大

の経験およびイリノイ大サイトのマニュアルなど）、製造者

もホットプレートを薦めているので、炉ではなくホットプレー

トを使うこと、ホットプレートはデジタル式でも 5 万円しな

いので、これを買うのがもっとも簡単であるとの提案を受け、

技術相談が終了した。 

 

２．実験（Experimental） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 
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